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AN44517 针对使用赛普拉斯 MoBL® SRAM（也称为超低功耗 SRAM 或微功耗 SRAM）和一个微处理器监控芯片的备用

电池 SRAM 提供了设计建议。与文档中所介绍的其它方法相比，在发生电源故障时，该设计建议能够为备用电池应用保

证 SRAM 的更好数据完整性。 

 

简介 
销售点（POS）终端、网络处理引擎、服务器和植入医疗

设备等应用均通过使用 SRAM 来实现备用电池存储器解决

方案。 

因为 SRAM 是易失性存储器（它们在掉电时不会保留数

据），所以在电源发生故障时，SRAM 需要使用一个备用

电源才能确保数据的完整性。 

图 1 显示的是由一个微处理器（或 FPGA）、一个闪存储存

器和一个 SRAM 构成的备用电池应用基本框图。应用有两

个电源：主（板上调整）电源和一个电池（有些应用也使用

一个超级电容器来代替电池）。 

在正常操作条件下，主电源用于处理器[ 1]、闪存存储器和

SRAM 器件之间的所有通信。当电源发生故障时，关键数

据要在 SRAM 中得到保留和保护。为了达到这个目标，您

需要使用一个电池（其作用是在电源故障发生时，仅为

SRAM 供电）和一个相关开关设备。这样可以确保应用的

剩下部分掉电时，仍能保留 SRAM 中数据的完整性。  

 

 

 

1 也可以使用一个 FPGA 或微控制器来替换微处理器。本应用手册

中所谈论的各内容与驱动板上储存器的器件类型无关。在本文档的

剩下内容中，该器件被作为“微处理器”进行讨论，但它可以是任

何逻辑器件。 

在电池模式下，为了保持电池的寿命，应用设计应尽可能使

用最小的电流。想达到该目标，需要将 SRAM 设置为待机

模式，以便禁用它，并防止所有读写访问。这样能够保护数

据的完整性。正常操作会随着主电源的恢复而重新开始。赛

普拉斯 MoBL® SRAM 的待机电流通常小于 10 µA。这样可

以保证电池的寿命更长，并且使其成为备用电池应用的理想

选择。 

本应用手册的剩下内容对使用赛普拉斯 MoBL SRAM 的备

用电池存储器提供了设计上的建议。 
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图 1. 基本备用电池应用：简化框图
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详细信息 
图 2 提供了 SRAM 接口和相关的控制信号清晰的框图。所

有地址、数据和控制引脚（包括芯片使能引脚（ ）在

内）都是由微处理器驱动的。发生电源故障时，微处理器的

供电被停止，而 SRAM 则由电池供电。这种情况会使微处

理器的输出对地（GND）放电或者悬空在某一个中间电

平。因为 SRAM 是由微处理器的输出驱动的，所以当一个

SRAM 芯片使能（ ）输入处于悬空状态时，会导致

SRAM 使用过大的电流。这是因为 SRAM 的 引脚需要处

于取消激活状态且被设为 CMOS 高电平，以符合本数据手

册中所述的待机电流规范。处于悬空状态时， 输入为某

个中间电压电平，因此可导致能够降低应用电池寿命的高电

流。 

为了防止这种情况的发生，并且保证使用备用电池应用过程

中，SRAM 在电源故障发生时能够进入待机模式，以下各

章节为您提供三种方法： 

 使用上拉电阻的传统设计方法（不建议使用） 

 建议使用的设计方法：使用微处理器监控电路 

 代替的设计方法：使用 RESET 监视器 

传统方法和使用复位监视器的设计方法均有一些限制，因

此，赛普拉斯建议您应该使用一个监控芯片，以便既能保证

正常模式与电池模式之间的成功切换，又能保护电池的寿

命。 

图 2. 微处理器 — SRAM 接口 
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使用上拉电阻的传统设计方法（不建议使用） 
例如，我们使用一个 SRAM，它具有一个低电平有效芯片

使能（ ）引脚。为了使 SRAM 进入待机模式，需要取消

该引脚的激活状态（被禁用），并将其设为逻辑高状态，另

外其他控制、地址和数据引脚可处于悬空状态。因为

SRAM VCC 等于电池模式下的电池电压，所以通过在 引

脚上连接一个一千欧姆的外部弱上拉电阻，并且将其连接到

SRAM 的 VCC 引脚，可使器件进入待机模式。因此，在微

处理器未有效驱动 输入时，该上拉电阻会将其置为高电

平。然而，该方法有一个限制，具体在下面章节介绍。 

在正常工作模式下，微处理器的输出 OUT有效驱动 SRAM
的 引脚，以便进行处理器访问。发生电源故障时，微处

理器会停止驱动它的输出；而外部上拉电阻则会通过将

引脚置于高电平使 SRAM 进入待机模式。虽然该方法在理

论上是可行的，但它并不是值得推荐的方法，并且在使用

时，可能导致不希望的高电流。其原因如下：微处理器的

OUT 引脚可能是一个 I/O，在该引脚上可能存在保护二极

管，如图 3 所示。  

这些二极管防止微处理器在引脚上出现高电压，因此，如果

所使用的电压比指定的最高电压高出一个二级管电压降时，

它们会被打开。如果使用一个外部上拉电阻，断电时，微处

理器的供电电源（VCCIN）会等于或接近于 0 V，这样会使

其 OUT 引脚变为高电平从而打开这些保护二极管，如图 3
所示。连续的二级管电流能够损坏电池。此外，它还可以打

开微处理器里面的电路，因为在这种情况下，为了保持二级

管电流，微处理器的内部内核电压需要增加。为了避免这些

消极影响，建议使用第 4 页上建议使用的设计方法：使用

微处理器监控电路章节中所描写的微处理器监控电路。 

 

 

图 3. 微处理器芯片中的保护二极管 
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注释 

 SRAM 在正常模式和电池模式下分别由 VCCIN和 VBAT供电。连接到 SRAM 的 VCCIN和 VBAT路径上的两个外部二极管，起着

阻止反向电流的作用。 

 虚线箭头表示在 VCCIN停止供电时经过上拉电阻和二极管的电流。 

 RPU 表示用于禁用芯片的外部上拉电阻。 
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建议使用的设计方法：使用微处理器监控电路  
微处理器监控电路（简称监控）是半导体器件，用于监控供

电电源的电压电平并提供备用电池控制。在使用备用电池解

决方案过程中，它们还能够在电源故障发生时提供写保护，

以防止数据损坏。由于使用外部上拉电阻存在一些限制，因

此，当今大多数备用电池解决方案都使用一个监控芯片来代

替外部电阻。 

一个典型的监控芯片具有输入引脚 VCCIN、VBAT、 IN 和输

出引脚 VOUT、 OUT，如图 4 所示。 

VCCIN 和 VBAT 输入引脚分别由主电源和电池供电。VOUT 是

跟踪 VCCIN（正常模式下）或 VBAT（电池模式下）的输出引

脚，它被连接到 SRAM 的 VCC引脚，因此能够为 SRAM 提

供不间断的电源。  

微处理器的芯片使能输出连接到监控芯片的芯片使能输入引

脚，该监控芯片的 OUT 输出与 SRAM 的 （芯片使能）

相连接。该连接序列在正常模式下使监控变成一个“透明”
的器件。或者可以说，它在正常模式下“跟踪”了微处理器

的芯片使能输出。因此，它是驱动 SRAM 芯片使能的第二

者。然而，在电池模式下，监控将其 OUT 输出置于高电

平，进而禁用了 SRAM 并且使其进入待机模式。 

因此，在正常模式下，监控芯片保持为透明，它允许微处理

器驱动 SRAM 的芯片使能和有效控制 SRAM 的操作和访

问。然而，当主电源已停止供电且由电池代替时，监控芯片

会直接禁用 SRAM，进而使器件进入待机模式。这能够保

证 SRAM 的芯片使能（ ）始终处于准确的电压，而不是

悬空在某个中间状态。 
 

图 4. 使用监控芯片的建议备用电池设计 
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其他注意事项 
一些 SRAM 能够具有多个低电平有效或高电平有效的芯片

使能引脚。为了使 SRAM 进入待机模式，必须保证所有芯

片使能都处于某个固定的 CMOS 电平（不悬空），并且它

们之中至少有一个需要保持为禁用状态。例如，对于具有两

个芯片使能的 SRAM — 1（低电平有效）和 CE2（高电

平有效）— 指导如下： 

 将 SRAM 1 与监控相连接，如前一章节中所介绍的

的连接方式。 

 如果微处理器具有专用于 SRAM 控制的 I/O，请将

SRAM CE2 直接连接到该 I/O。需要使用一个接地

（GND）的外部弱下拉电阻，以便在发生电源故障

时，可以避免输入进入中间状态。请参考图 5，了解该

方案的配置。 

 如果不存在微处理器 I/O，请通过一个弱上拉电阻（一

千欧姆）将 SRAM CE2 连接到它的 VCC。在这种情况

下，因为没有任何活动器件驱动该线路，所以也不存在

任何方向的电流危险。第 6 页上的图 6 显示了该方案。 

许多监控芯片具有一个 RESET 输出，可将其用于不同目

的。当主电源下降到某个阈值电平以下（例如，电池模式

下），该输出被驱动为低电平；而在主电源超过了阈值电平

时，它便被驱动为高电平（例如，正常模式下）。通过使用

该输出，可以驱动微处理器，以便触发断电或复位有关的事

件。它还可以用于驱动 SRAM 的第二个芯片使能

（CE2）。请参考第 6 页上的图 7，了解该连接方案。 

根据应用的实际使用情况，可为具有多个芯片使能的

SRAM 进行设计扩展或调整。 

图 5. 微处理器驱动 SRAM 的第二个芯片使能 
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图 6. SRAM 的第二个芯片使能永远上拉 
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图 7. 监控芯片的复位引脚驱动 SRAM 的第二个芯片使能 
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代替的设计方法：使用 RESET 监视器 
该章节介绍了备用电池应用中使用复位监视器的方法。复位

监视器与监控相同，并且它容易被使用在具有极少外部连接

的设计中。一个复位监视芯片通常具有 VCCIN、GND 和一个

低电平有效输出（ RESET  ）等三个引脚。复位监视芯片

对其输入引脚（VCCIN）上的供电电压连续进行监视，并且

通过对 VCCIN 与一组阈值电压限制进行对比来提供复位信

号。复位监视芯片通常使用非常低的供电电流，这样可使其

适用于各种备用电池应用。 

该部分中所谈及的方法仅能应用于双芯片使能 SRAM。如

上面显示的，通过将至少一个芯片使能保持为禁用状态，可

使赛普拉斯的异步 SRAM 进入待机模式。该方案的连接如

图 8 所示。 

VCCIN 和 VBAT 分别由主电源和电池供电。SRAM VCC在正常

模式下等于 VCCIN，而在电池模式下等于 VBAT。    使用

VCCIN还是 VBAT ，是由二极管连接来选择的（与传统设置方

法中的配置相同）。  

SRAM 的芯片使能 CE1 在正常模式下由微处理器驱动，

并且由一个外部与其相连的弱下拉电阻下拉。SRAM 的高

电平有效 CE2 信号与复位监视芯片的  RESET  输出相连

接。在 正常 模式下 ，复 位芯片 连续 监视外 部电 源

（VCCIN），并且在 VCCIN高于阈值电压时，会将输出保持为

高电平。它在 VCCIN 下降到阈值电压以下时将 RESET  驱

动为低电平。VCCIN 下降时，SRAM CE2 上的一个接地弱下

拉可防止该引脚进入某个不确定的（悬空）状态。因此，通

过将 CE2设为低电平，可使 SRAM 进入待机模式。 

 

图 8. 使用复位监视器的备用电池 SRAM 设计 
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该方法存在某些限制，具体如下： 

1. 该方法只能应用于双芯片使能 SRAM。 

2. 提供给 SRAM VCC的有效电压被降低了一个二极管电压降（~ 0.7 V），进而使 VCC更容易受到噪声的影响。 

因此，建议在备用电池应用设计中使用一个微处理器监控芯片。 

摘要  
对于使用赛普拉斯 MoBL SRAM 备用电池应用的新设计，建议使用本应用笔记中所介绍的监控方法。 
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销售和设计支持 
赛普拉斯公司拥有一个由办事处、解决方案中心、厂商代表和经销商组成的全球性网络。如果想要查找离您最近的办事处，请访

问赛普拉斯所在地。 

 

产品 
汽车级产品 cypress.com/go/automotive 

时钟和缓冲器 cypress.com/go/clocks 

接口 cypress.com/go/interface 

照明与电源控制 cypress.com/go/powerpsoc 
cypress.com/go/plc 

存储器  cypress.com/go/memory 

光学导航传感器 cypress.com/go/ons 

PSoC cypress.com/go/psoc 

触摸感应 cypress.com/go/touch 

USB 控制器 cypress.com/go/usb 

无线/射频 cypress.com/go/wireless 

 

PSoC®解决方案 
psoc.cypress.com/solutions  

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 5 

赛普拉斯开发者社区 
社区 | 论坛| 博客 | 视频 | 培训  

技术支持 

cypress.com/go/support 
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规定的保护和约束。赛普拉斯据此向获许可者授予适用于个人的、非独占性、不可转让的许可，用以复制、使用、修改、创建赛普拉斯源代码的派生作

品、编译赛普拉斯源代码和派生作品，并且其目的只能是创建自定义软件和/或固件，以支持获许可者仅将其获得的产品依照适用协议规定的方式与赛普

拉斯集成电路配合使用。除上述指定的用途外，未经赛普拉斯明确的书面许可，不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、编译或演示。 
免责声明：赛普拉斯不针对此材料提供任何类型的明示或暗示保证，包括（但不限于）针对特定用途的适销性和适用性的暗示保证。赛普拉斯保留在不做

出通知的情况下对此处所述材料进行更改的权利。赛普拉斯不对此处所述之任何产品或电路的应用或使用承担任何责任。对于可能发生运转异常和故障，

并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统中，则表示制造商将承

担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。  
产品使用可能适用于赛普拉斯软件许可协议的限制。 
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